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ВВЕДЕНИЕ 
 

          Современная электроника представляет  собой  
обширную область техники, базирующуюся на изуче-
нии физических явлений в полупроводниках, диэлек-
триках, вакууме, газе, плазме и т.д., для создания на их 
основе разнообразных изделий с электронными компо-
нентами. Область применения электронных устройств 
огромна – от наручных электронных часов до телеви-
зионных  и  радиоприемных  устройств,  мобильных  
телефонов, сверхскоростных компьютеров, автомати-
зированных систем дистанционного управления. Элек-
тронные устройства позволяют решать целый ряд та-
ких задач,  которые другими способами  вообще  не  
решаются, либо решаются со значительно большими 
затратами. 
          История развития электроники восходит к началу 
XX века. Первоначально она развивалась для удовле-
творения потребностей бурно  развивающихся  средств 
связи – для генерирования, усиления и преобразова-
ния сигналов. Однако, подлинный расцвет электроники 
начался после изобретения в 1948 году транзистора, 
технические характеристики которого значительно пре-
восходили характеристики электронных ламп. 
          Следующий этап повышения технического уровня 
элементной базы обусловлен переходом на интеграль-
ные микросхемы, что определило дальнейшее разви-
тие и совершенствование технологических способов и 
процессов, общих для полупроводниковых приборов. 
Электроника стала основой электронно-вычислитель- 
ных машин, проникла в автоматические системы и уст-
ройства, позволила перейти на цифровое телерадио-
вещание, мобильную телефонию и т.д.  
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          Появление полупроводниковых лазеров предо-
пределило  новое  направление  в  области телеком-
муникаций – оптическую связь, благодаря которой бур-
ными темпами развивается весь  комплекс современ-
ных электронных коммуникаций. 
          Поскольку данное пособие по курсу ЭЛЕКТРОН-
НЫЕ ПРИБОРЫ предназначено для подготовки инже-
неров по специальности 525.3 – Телерадиокоммуника-
ции, это и определило круг рассматриваемых вопросов, 
и объемы времени, отводимого на их рассмотрение.  
          Во-первых, приоритет отдан рассмотрению полу-
проводниковых приборов. Во-вторых, особое внимание 
уделено особенностям и режимам работы приборов, 
применяемых в различных устройствах современных 
систем связи. 
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